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Hesabat dövründə alınmış elmi nəticələr içində aşağıdakiləri qeyd etmək olar: 

1. TlInSe2 -TlGaTe2 sisteminin xəlitələri tədqiq olunaraq hal diaqramı qurulmuş və sistemin bərk halda 

məhdud həll olmaya malik evtektik tipli kvazibinar diaqramlara aid olduğu müəyyən edilmişdir. 

2. TlInSe2, TlGaTe2 və bu birləşmələrin bərk məhlulları sisteminin kristallarında aşağı temperaturlarda 

(100-300 K) elektrik keçiriciliyinin sıçrayışlı xarakter daşıdığı müəyyən edilmiş və Mott yaxınlaşması 

çərçivəsində izah edilmişdir. 

3. Göstərilmişdir ki, TlInSe2, TlGaTe2 və bu birləşmələrin bərk məhlulları sisteminin kristallarında elektrik 

keçiriciliyinin temperatur asılılığında ( (T)) 300 K-dən yuxarı temperaturlarda müşahidə olunan 

xüsusiyyətlər kristalın superion halına keçidi ilə bağlıdır. 

4. Müəyyən edilmişdir ki, TlInSe2, TlGaTe2 və bu birləşmələrin bərk məhlulları sisteminin kristallarında   

(E1/2) asılılıqlarında istilik-sahə Pul-Frenkel effekti nəzərə alınmaqla, VAX-ın qeyri-xətti hissəsi zəif sahə 

effekti ilə şərtlənir. 

5. Müəyyən edilmişdir ki, TlInSe2, TlGaTe2 və bu birləşmələrin bərk məhlulları sisteminin kristallarında 

mövcud olan defektlər arasında yükdaşıyıcıların sıçrayışlı mübadiləsi dipollarm yaranmasına və bu da 

dielektrik nüfuzluluğunun qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Kompleks dielektrik nüfuzluğunun xəyali 

hissəsinin həqiqi hissəsindən asılılığı ("(')) tipik qövsü təsvir etmir, xətti qanuna tabe olur. 

6. TlInSe2, TlGaTe2 və bu birləşmələrin bərk məhlulları sisteminin kristallarında "S"-şəkilli çevirmə və 

yaddaş effekti müşahidə olunur. 

Sabit elektrik sahəsində TlInSe2 və TlGaTe2 kristallarında elektrik keçiriciliyinin zaman keçdikcə azalması 

aşkar edilmiş və keçiricilikdə elektron və ion yükdaşıyıcılarmm payı qiymətləndirilmişdir. 

7. TlInSe2, TlGaTe2 və bu birləşmələrin bərk məhlulları sisteminin kristallarında kompleks impedans spektri 

öyrənilmiş və ekvivalent sxem təklif edilmişdir. 

 Alınmış nəticələr elektron çeviricilərinin, qidalanma mikrobatareyalarının, 0,5- voltlu 

nanoelektronika üçün superkondensatorların, ionistorların (ifrat böyük tutuma malik kondensatorların), 

yaddaş özəklərinin hazırlanması üçün münasib material kimi istifadə edilə bilər. 

 Tədqiqatlar göstərdi ki, TlInSe2 və TlGaTe2 kristallarında xarici sahə kəsildikdən sonra uzun müddət 

ərzində aşağı müqavimətli halını saxlanması ilə özünü büruzə verən “yaddaş effekti” mövcuddur. Tədqiq 

olunan bərk məhlulların nümunələri üçün bu müddət  50 saatdan çoxdur. 
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